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※概要（Summary）： 
DRAM、FG NAND 型メモリ素子の微細化限界に対しい

て、さまざまな不揮発性メモリ素子の研究がなされている。

その中でも、高速性、スケーラビリティを備えた次世代メモ

リ素子の候補としてReRAMが着目されている。報告者は

Resistive Switching (RS)メモリ素子用材料の探査を目

的に、メモリ特性を評価可能な２端子素子を NPF 設備を

用いて試作した。 
 

※実験（Experimental）： 
利用した装置 
・i 線露光機 ・スピンコーター ・デベロッパー ・ホットプ

レート ・ICP-RIE 装置 ・ドライアッシング装置 
AIST SCR にて p-Si 基板上に下部電極(TiN)、層間絶

縁膜、微細ポア孔形成した試料に弊社にて Al2O3 膜、

Buffer Layer, 上部電極(TiN)を成膜した。この試料を

NPF 設備にて、i 線露光機による上部電極パターニング、

ICP-RIE による上部電極のドライエッチング加工を行っ

た。 
 
※結果と考察（Results and Discussion）： 

今回試作した構造は、材料の選定上、上部電極/Buffer 
layerとAl2O3膜との密着性に問題があり、パターン形成

が困難な場合があるが、NPF の適切な技術支援により、

報告者の目的である Al2O3 膜を用いた RS 素子のメモリ

特性および Buffer layer 材料の依存性を取得すること

ができた。Fig.1 に示すように、RS 素子の上部電極の剥離

は観察されず、歩留り良く素子構造を作製できた。Fig.2 に

DC-Sweep Cycle 試験による Switching 動作を示す。

NPF の支援により、優れた整流性を示す unipolar 動作の

RS 素子を作製することができた。 

※その他・特記事項（Others）： 
・今後の課題 
完成した試作環境を活用し、最適なメモリ特性が得られる

Buffer layer材料、Al2O3以外の酸化物材料の探査やRS
素子構造の検討を行う。 

 

Fig.2  DC-Switching behavior of Al2O3 ReRAM 
 

 
Fig.1  Two terminal ReRAM test structure 


